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透明導電性酸化物とは、高い可視光透過性と高い導電性を持つ材料である。この特性を生かし、

有機 LED の表示電極や、薄膜太陽電池の透明電極に用いられている。スズ添加酸化インジウム

(ITO)は高い導電率(～10-4 Ωcm)と可視光透過率(約 90％)を有しているため、透明導電膜の中で

最も利用されている材料である。しかし、低抵抗率を実現するために不純物添加量を増やすとフ

リーキャリアの増加によりプラズマ反射を引き起こすため、ITO は近赤外透過率が低下する。そ

こでキャリアの増加ではなく移動度の増加による低抵抗率の実現に向けて、In2O3に遷移金属(Mo, 

W, Ta 等)を添加する研究が行われている。[1~3] 本研究ではその中で Mo を選定し、その物質が

有する本来の物性を評価するためにエピタキシャル薄膜の成長を行った。 

図１に示した XRD2θ‐ω 測定の結果より、30.06°付近に IMO(222)面に起因するピークが観察

され、IMO がエピタキシャル成長していることが分かる。また、図 2 は同程度の抵抗率で ITO

と IMO の透過率を比較した図である。IMO は高い近赤外透過性に加え、可視光領域でも ITO と

同等の高い透過率を有することが分かる。近赤外領域（780nm-2500nm）の平均透過率を比較す

ると ITO は 59％、IMO は 79％である。以上より、同じ抵抗率を実現したときに、近赤外透過性

も ITO を上回ることが分かり ITO の代替材料としての応用が期待される。これは同じ抵抗率を

実現するのに IMO はキャリア密度が少なくて済むのでプラズマ反射の影響がないことと、Sn と

Mo の伝導帯下部へのバンド干渉の影響差に起因する。本研究では IMO のエピタキシャル成長に

成功し、高い導電性と高い赤外透過性を持つ薄膜の形成に成功した。当日はこれらのエピタキシ

ャル薄膜の電気的特性などについても報告する。 
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